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太陽電池や光検出器等の受光デバイスとして用いられるシリコン(Si)の長所は地球上に豊富に

存在するため廉価で入手できる点であるが、一方で Si は間接遷移型の半導体であるためバンド端

付近、すなわち1μm 程度の近赤外域の波長の光を吸収するには波数成分の変化が必要であり、受

光特性が悪いと言う短所がある。一方で、空間的に局在した電場成分を持つ近接場光は通常の伝

搬光に比べて大きな波数成分を持つ光であるため間接遷移型のバンド構造を持つ Siにおける光吸

収を促進させることが理論的に示唆されている[1]。また、近接場光は電子振動の周囲に局在する

ため伝搬光の波長より小さい金属微粒子に光を当てることで近接場光を発生させることができる。

そこで、本研究では Si の表面に近接場光源として金の微粒子を設置した受光デバイスの構造を採

用し、近赤外域における吸収特性を実験的に評価することを目的とした。 

近接場光は Si 表面に発生させるので、その寄与は表面付近に限られる。従って受光デバイスは

n 型の Si 基板の表面に選択的にボロン(B)を熱拡散することで表面に pn 接合による吸収層が露出

する構造とした（Fig. 1）。作製した受光デバイスの受光感度を 800 - 1100 nm の 4 つの波長につい

てまず測定し、次に近接場光を発生させるための粒形 100 nm の金微粒子を含んだコロイド溶液を

滴下した上で受光感度を再測定した。Fig. 2 に金微粒子分散前に対する金微粒子分散後の受光感度

の増大の割合を示す。この結果に示されるように、金微粒子の分散により近赤外の各波長で受光

感度が 6 – 14 %増加する結果が得られた。講演では、吸収増加の起源について考察を深めるため

に、詳細な波長依存性について報告する予定である。 
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Fig. 1 Schematic of the near-field    Fig. 2 Increased rate of the sensitivity 

assisted absorption   
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